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アメタル構造である PVD-Ta/TaN 構造と比較して約 12%の配線抵抗低減を達成した。この配線抵抗低減は















ル厚の 2nm低減化、絶縁膜バリアを k=5.0で 3nm厚未満にすることで 10%の配線RC特性改善が可能になる
ことを算出した。このCVDハイブリッドバリア構造を実現するために、CVD-SiCN膜上にArプラズマ表面処
理を実行した後、CVD-Ru成膜を行うことにより、連続性・平坦性の高いRu膜が得られることを明らかにした。
また、CVD-Ru膜がCu膜と良好な濡れ性を有していることを明らかにして、極微細配線中に対して優れたCu
埋め込み特性が期待できることを明らかにした。さらに、CVD-Ru/SiCN ハイブリッドバリア構造が良好な Cu
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バリア性、酸素バリア性を有することを明らかにした。実際に多層配線構造を形成して、配線RC積の低減を検
証するのに際して、第3章で提案したポーラスSiOCH Low-k層間膜に対する配線間容量最小化プロセスを用い
て、CVDハイブリッドバリア構造を有するCu配線の形成を行った。その結果、コンフォーマル性能の高いSiCN
絶縁膜バリア、Ruメタルバリアが配線側壁と底に形成可能であることを明らかにし、Ruメタルバリア膜を1nm
厚まで薄膜化を行った場合、Cu 断面積を 17.9%増大させることが可能であることを明らかにした。その結果、
メタルバリア薄膜化によるバリア効果改善により、-20.8%の配線抵抗低減と、SiCN 絶縁膜バリア挿入による
+7.8%の容量増大によって、配線RC積の改善に対して-14.6%の効果を明らかにした。配線構造の観察から実施
した配線抵抗・容量シミュレーション結果から、最初に設定したRC特性改善ターゲットを達成可能であること
を明らかにした。以上より、今回提案を行ったCVDハイブリッドRu/SiCNバリア構造は、将来の微細配線に対
して配線RC積を低減するための非常に有効な構造であることを明らかにした。 
 以上より、本研究で提案を行った配線プロセスインテグレーション、構造を用いることにより、極微細
Low-k/Cu配線において配線RC積の低減が可能となり、配線遅延の低減が達成できる可能性について明らかに
した。 
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